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１．概要（Summary） 

 グラフェンは特異な電子物性を有し、高移動度を持つこ

とから、次世代の高速動作トランジスタへの応用が期待さ

れている 1)。この応用のボトルネックとしてバンドギャップを

開ける事が上げられる。グラフェンにおいてバンドギャップ

を開ける方法は大きく 2通りある。1つは単層グラフェンの

ナノリボン化、もう 1つはABスタックされた二層グラフェン

の垂直電場印加である。本件は後者を採用した。 

 しかし、ゲートでの電場印加で動作するトランジスタは構

造が複雑になる。そのため、今回二層グラフェンを下から

nドープ、上からpドープすることで、擬似的に電場印加さ

れている構造を持つトランジスタを作製した 2)。p ドーパン

トとしては F4TCNQ（2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8- 

tetracyanoquinodimethane）を使った。F4TCNQ を蒸

着したが、グラフェンを均等にドープするために

F4TCNQ がグラフェン表面を均等に覆っている必要があ

る。そのため、今回、F4TCNQ 層の表面を観察し、蒸着

条件を変更した。 

 

２．実験（Experimental） 

・装置 

ナノサーチ顕微鏡 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 ～1Å/minで 3nm (膜圧計計測値）のF4TCNQをグラ

フェンフレーク上に蒸着したものを AFM 観察した(not 

shown here)。当初、F4TCNQ は均一にグラフェン上に

堆積しなかった。そこで、ソースにフィルターをおき、上記

の蒸着を再度試みた。その AFM 像を Fig.1 に示す。

Fig.1では、グラフェン上の F4TCNQの均一性が格段に

上がった。フィルターによって、十分にエネルギーを得た

分子のみを選択できているためと考えられる。 

   

Fig.1 An AFM image of the graphene surface where 

F4TCNQ was deposited after the condition was 

optimized. 
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